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本データシートは日本語翻訳であり、相違及び誤りのある可能性があります。 設計の際は英語版データシートを参照してください。

価格、納期、発注情報についてはMaxim Direct (0120-551056)にお問い合わせいただくか、Maximのウェブサイト 
(japan.maxim-ic.com)をご覧ください。
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概要	
シングル、高リニアリティアップコンバージョン/ダウンコン
バージョンミキサのMAX2042は、2000MHz〜3000MHz
のWCS、LTE、WiMAX™、およびMMDS無線インフラ 
ストラクチャアプリケーション向けに、+36dBmのIIP3、
7.3dBの雑音指数、および7.2dBの変換損失を提供します。
広い1800MHz〜2800MHzのLO周波数範囲を持つこの
特殊なミキサは、ローサイドLO注入レシーバ/トランスミッ
タアーキテクチャに最適です。ハイサイドLO注入は、
MAX2042とピンおよび機能コンパチブルのMAX2042A
がサポートしています。

優れたリニアリティとノイズ性能の提供に加えて、MAX2042
は高水準の部品集積化を実現しています。このデバイスは、
二重平衡パッシブミキサコア、LOバッファ、およびシング
ルエンドのRFおよびLO入力を可能にするバランを内蔵し
ています。MAX2042が必要とするLO駆動は公称0dBm
であり、消費電流はVCC = +5.0Vで138mA (typ)、VCC 
= +3.3Vで120mA (typ)です。

MAX2042は、2000MHz〜3900MHzミキサのMAX2042A
とピンコンパチブルです。また、このデバイスは650MHz〜 
1000MHzミキサのMAX2029/MAX2031、1700MHz
〜3000MHzミキ サ のMAX2039/MAX2041、 およ び
3000MHz〜4000MHzミキサのMAX2044/MAX2044A
とも類似ピン配置であるため、このアップ/ダウンコンバータ
ファミリ全体が、複数の周波数帯について共通のPCBレイ
アウトを使用するアプリケーションに最適なものとなって
います。

MAX2042は、エクスポーズドパッドを備えた小型20ピン
TQFN (5mm x 5mm)パッケージで提供されます。-40℃〜 
+85℃の拡張温度範囲で電気的性能が保証されています。

アプリケーション	
2.3GHz WCS基地局局

2.5GHz WiMAXおよびLTE基地局

2.7GHz MMDS基地局

固定ブロードバンド無線アクセス

ワイヤレスローカルループ

個人用携帯無線機

軍事用システム

特長	
S RF周波数範囲：2000MHz〜3000MHz

S LO周波数範囲：1800MHz〜2800MHz

S IF周波数範囲：50MHz〜500MHz

S 変換損失：7.2dB

S 雑音指数：7.3dB

S IIP3：+36dBm (typ)

S 入力1dB圧縮ポイント：+23.4dBm (typ)

S 2RF - 2LOスプリアス除去：70dBc (typ)
(PRF = -10dBm)

S LOバッファ内蔵

S RFおよびLOバラン内蔵でシングルエンド入力に対応

S 低LO駆動：-3dBm〜+3dBm

S 2000MHz〜3900MHzハイサイドLO注入ミキサ
MAX2042Aとピンコンパチブル

S 650MHz〜1000MHzミキサのMAX2029/MAX2031、
1700MHz〜3000MHzミキサのMAX2039/ 
MAX2041、および3000MHz〜4000MHzミキサの
MAX2044/MAX2044Aと類似ピン配置

S +5.0Vまたは+3.3V単一電源

S 外付けの電流設定抵抗によってデバイスの低電力/
低性能モードでの動作を選択可能

19-4679; Rev 0; 8/09

ピン配置/	
ファンクションブロックダイアグラム	

WiMAXはWiMAX Forumの商標です。

型番	

+は鉛(Pb)フリー/RoHS準拠のパッケージを表します。
*EP = エクスポーズドパッド
T = テープ＆リール

MAX2042

TOP VIEW
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PART TEMP_RANGE PIN-PACKAGE

MAX2042ETP+ -40NC to +85NC 20 Thin QFN-EP*

MAX2042ETP+T -40NC to +85NC 20 Thin QFN-EP*

http://japan.maxim-ic.com
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Stresses beyond those listed under “Absolute Maximum Ratings” may cause permanent damage to the device. These are stress ratings only, and functional 
operation of the device at these or any other conditions beyond those indicated in the operational sections of the specifications is not implied. Exposure to absolute 
maximum rating conditions for extended periods may affect device reliability.

VCC to GND ..........................................................-0.3V to +5.5V
IF+, IF-, LOBIAS to GND .......................... -0.3V to (VCC + 0.3V)
RF, LO Input Power .......................................................+20dBm
RF, LO Current (RF and LO are DC shorted 

to GND through a balun)................................... .............50mA
Continuous Power Dissipation (Note 1)  .............................5.0W
BJA (Notes 2, 3) ............................................................ +38NC/W

BJC (Notes 1, 3) ............................................................ +13NC/W
Operating Case Temperature Range 

(Note 4) ........................................................... -40NC to +85NC
Junction Temperature .....................................................+150NC
Storage Temperature Range ............................ -65NC to +150NC
Lead Temperature (soldering, 10s) ................................+300NC

+5.0V_SUPPLY_DC_ELECTRICAL_CHARACTERISTICS
(Typical Application Circuit, VCC = +4.75V to +5.25V, no input AC signals. TC = -40NC to +85NC, unless otherwise noted. Typical 
values are at VCC = +5.0V, TC = +25NC, all parameters are production tested.)

+3.3V_SUPPLY_DC_ELECTRICAL_CHARACTERISTICS
(Typical Application Circuit, VCC = +3.0V to +3.6V, no input AC signals. TC = -40NC to +85NC, unless otherwise noted. Typical values 
are at VCC = +3.3V, TC = +25NC, all parameters are production tested.)

RECOMMENDED_AC_OPERATING_CONDITIONS

ABSOLUTE_MAXIMUM_RATINGS

Note_1: Based on junction temperature TJ = TC + (BJC x VCC x ICC). This formula can be used when the temperature of the 
exposed pad is known while the device is soldered down to a PCB. See the Applications Information section for details. 
The junction temperature must not exceed +150NC.

Note_2: Junction temperature TJ = TA + (BJA x VCC x ICC). This formula can be used when the ambient temperature of the PCB is 
known. The junction temperature must not exceed +150NC.

Note_3: Package thermal resistances were obtained using the method described in JEDEC specification JESD51-7, using a four-
layer board. For detailed information on package thermal considerations, refer to japan.maxim-ic.com/thermal-tutorial.

Note_4: TC is the temperature on the exposed pad of the package. TA is the ambient temperature of the device and PCB.

PARAMETER SYMBOL CONDITIONS MIN TYP MAX UNITS

Supply Voltage VCC 4.75 5.0 5.25 V

Supply Current ICC 138 150 mA

PARAMETER SYMBOL CONDITIONS MIN TYP MAX UNITS

Supply Voltage VCC 3.0 3.3 3.6 V

Supply Current ICC 120 135 mA

PARAMETER SYMBOL CONDITIONS MIN TYP MAX UNITS

RF Frequency Range
Typical Application Circuit with
C1 = 8.2pF, see Table 1 for details
(Notes 5, 6)

2000 3000 MHz

LO Frequency fLO (Notes 5, 6) 1800 2800 MHz

IF Frequency fIF

Using M/A-Com MABAES0029 1:1 
transformer as defined in the Typical 
Application Circuit, IF matching components 
affect the IF frequency range (Notes 5, 6)

50 500 MHz

LO Drive PLO (Notes 5, 6) -3 0 +3 dBm

http://japan.maxim-ic.com/thermal-tutorial
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+5.0V_SUPPLY_AC_ELECTRICAL_CHARACTERISTICS_
(DOWNCONVERTER_OPERATION)
(Typical Application Circuit with tuning elements outlined in Table_1, VCC = +4.75V to +5.25V, RF and LO ports are driven from 50I 
sources, PLO = -3dBm to +3dBm, PRF = 0dBm, fRF = 2300MHz to 2900MHz, fIF = 300MHz, fLO = 2000MHz to 2600MHz, fRF > fLO, 
TC = -40NC to +85NC. Typical values are for TC = +25NC, VCC = +5.0V, PRF = 0dBm, PLO = 0dBm, fRF = 2300MHz, fLO = 2300MHz, 
fIF = 300MHz. All parameters are guaranteed by design and characterization, unless otherwise noted.) (Note 7)

PARAMETER SYMBOL CONDITIONS MIN TYP MAX UNITS

Small-Signal Conversion Loss LC
fRF = 2300MHz to 2900MHz, TC = +25NC 
(Note 8)

6.7 7.2 8.1 dB

Loss Variation vs. Frequency DLC

fRF = 2305MHz to 2360MHz 0.15

dB

fRF = 2500MHz to 2570MHz 0.15

fRF = 2570MHz to 2620MHz 0.15

fRF = 2500MHz to 2690MHz 0.15

fRF = 2700MHz to 2900MHz 0.20

Conversion Loss Temperature 
Coefficient

TCCL TC = -40NC to +85NC 0.0071 dB/NC

Single Sideband Noise Figure NFSSB No blockers present 7.3 dB

Noise Figure Temperature 
Coefficient

TCNF

fRF = 2300MHz to 2900MHz, single 
sideband, no blockers present,
TC = -40NC to +85NC

0.019 dB/NC

Noise Figure Under Blocking NFB

+8dBm blocker tone applied to RF port, 
fRF = 2600MHz, fLO = 2300MHz, 
fBLOCKER = 2795MHz, PLO = 0dBm,
VCC = 5.0V, TC = +25NC (Notes 5, 9)

20.8 25 dB

Input 1dB Compression Point IP1dB
TC = +25NC
(Notes 5, 10)

fRF = 2300MHz 22.5 23.4

dBmfRF = 2600MHz 20.6 22.1

fRF = 2900MHz 17.6 20.7

Third-Order Input Intercept Point IIP3

PRF1 = PRF2 = 
0dBm/tone,
PLO = 0dBm,
TC = +25NC

fRF1 = 2300MHz,
fRF2 = 2301MHz,
fLO = 2000MHz (Note 5)

34 36

dBm
fRF1 = 2600MHz,
fRF2 = 2601MHz,
fLO = 2300MHz (Note 8)

31 34

fRF1 = 2900MHz,
fRF2 = 2901MHz,
fLO = 2600MHz (Note 5)

28 30

IIP3 Variation with TC

fRF = 2300MHz to 2900MHz,
fRF1 - fRF2 = 1MHz, PRF1 = PRF2 = 0dBm/
tone, TC = -40NC to +85NC

Q0.5 dB

2RF - 2LO Spur Rejection 2 x 2
fSPUR = fLO + 
150MHz (Note 5)

PRF = -10dBm 64 70
dBc

PRF = 0dBm 54 60

3RF - 3LO Spur Rejection 3 x 3
fSPUR = fLO + 
100MHz (Note 5)

PRF = -10dBm 80 92
dBc

PRF = 0dBm 60 72

RF Input Return Loss RLRF
LO on and IF terminated into a matched 
impedance

17 dB

LO Input Return Loss RLLO
RF and IF terminated into a matched 
impedance

15 dB
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+5.0V_SUPPLY_AC_ELECTRICAL_CHARACTERISTICS_
(DOWNCONVERTER_OPERATION)_(continued)
(Typical Application Circuit with tuning elements outlined in Table_1, VCC = +4.75V to +5.25V, RF and LO ports are driven from 50I 
sources, PLO = -3dBm to +3dBm, PRF = 0dBm, fRF = 2300MHz to 2900MHz, fIF = 300MHz, fLO = 2000MHz to 2600MHz, fRF > fLO, 
TC = -40NC to +85NC. Typical values are for TC = +25NC, VCC = +5.0V, PRF = 0dBm, PLO = 0dBm, fRF = 2300MHz, fLO = 2300MHz, 
fIF = 300MHz. All parameters are guaranteed by design and characterization, unless otherwise noted.) (Note 7)

+3.3V_SUPPLY_AC_ELECTRICAL_CHARACTERISTICS_
(DOWNCONVERTER_OPERATION)
(Typical Application Circuit with tuning elements outlined in Table_1, RF and LO ports are driven from 50I sources. Typical values 
are for TC = +25NC, VCC = +3.3V, PRF = 0dBm, PLO = 0dBm, fRF = 2600MHz, fLO = 2300MHz, fIF = 300MHz, unless otherwise 
noted.) (Note 7)

PARAMETER SYMBOL CONDITIONS MIN TYP MAX UNITS

IF Output Impedance ZIF
Nominal differential impedance at the IC’s
IF outputs

50 I

IF Output Return Loss RLIF

RF terminated into 50I, LO driven by 
50I source, IF transformed to 50I using 
external components shown in the Typical 
Application Circuit 

18 dB

RF-to-IF Isolation PLO = +3dBm (Note 8) 30 37 dB

LO Leakage at RF Port
fLO = 2000MHz to 2800MHz,
PLO = +3dBm (Note 8)

-28 -22 dBm

2LO Leakage at RF Port PLO = +3dBm -36 dBm

LO Leakage at IF Port
fLO = 2000MHz to 2800MHz,
PLO = +3dBm (Note 8)

-24.2 -16 dBm

PARAMETER SYMBOL CONDITIONS MIN TYP MAX UNITS

Small-Signal Conversion Loss LC (Note 8) 7.2 dB

Loss Variation vs. Frequency DLC
fRF = 2300MHz to 2900MHz, any 100MHz 
band

0.2 dB

Conversion Loss Temperature 
Coefficient

TCCL TC = -40NC to +85NC 0.008 dB/NC

Single Sideband Noise Figure NFSSB No blockers present 7.5 dB

Noise Figure Temperature 
Coefficient

TCNF
Single sideband, no blockers present,
TC = -40NC to +85NC

0.019 dB/NC

Input 1dB Compression Point IP1dB (Note 10) 20 dBm

Third-Order Input Intercept Point IIP3
fRF1 = 2600MHz, fRF2 = 2601MHz,
PRF1 = PRF2 = 0dBm/tone

31 dBm

IIP3 Variation with TC

fRF1 = 2600MHz, fRF2 = 2601MHz,
PRF1 = PRF2 = 0dBm/tone,
TC = -40NC to +85NC

Q0.25 dB

2RF - 2LO Spur Rejection 2 x 2
PRF = -10dBm, fSPUR = fLO + 150MHz 72

dBc
PRF = 0dBm, fSPUR = fLO + 150MHz 62

3RF - 3LO Spur Rejection 3 x 3
PRF = -10dBm, fSPUR = fLO + 100MHz 87

dBc
PRF = 0dBm, fSPUR = fLO + 100MHz 67
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+3.3V_SUPPLY_AC_ELECTRICAL_CHARACTERISTICS_
(DOWNCONVERTER_OPERATION)_(continued)
(Typical Application Circuit with tuning elements outlined in Table_1, RF and LO ports are driven from 50I sources. Typical values 
are for TC = +25NC, VCC = +3.3V, PRF = 0dBm, PLO = 0dBm, fRF = 2600MHz, fLO = 2300MHz, fIF = 300MHz, unless otherwise 
noted.) (Note 7)

+5.0V_SUPPLY_AC_ELECTRICAL_CHARACTERISTICS_
(UPCONVERTER_OPERATION)
(Typical Application Circuit with tuning elements outlined in Table_2, VCC = +4.75V to +5.25V, RF and LO ports are driven from 50I 
sources, PLO = -3dBm to +3dBm, PIF = 0dBm, fRF = 2300MHz to 2900MHz, fIF =200MHz, fLO = 2100MHz to 2700MHz, fRF > fLO, 
TC = -40NC to +85NC. Typical values are for TC = +25NC, VCC = +5.0V, PIF = 0dBm, PLO = 0dBm, fRF = 2600MHz, fLO = 2400MHz, 
fIF = 200MHz. All parameters are guaranteed by design and characterization, unless otherwise noted.) (Note 7)

PARAMETER SYMBOL CONDITIONS MIN TYP MAX UNITS

RF Input Return Loss RLRF
LO on and IF terminated into a matched 
impedance

15 dB

LO Input Return Loss RLLO
RF and IF terminated into a matched 
impedance

12 dB

IF Output Impedance ZIF
Nominal differential impedance at the IC’s
IF outputs

50 I

IF Output Return Loss RLIF

RF terminated into 50I, LO driven by 
50I source, IF transformed to 50I using 
external components shown in the Typical 
Application Circuit 

18 dB

Minimum RF-to-IF Isolation fRF = 2300MHz to 2900MHz, PLO = +3dBm 36 dB

Maximum LO Leakage at RF Port fLO = 1800MHz to 2800MHz, PLO = +3dBm -24.5 dBm

Maximum 2LO Leakage at RF Port fLO = 1800MHz to 2800MHz, PLO = +3dBm -24 dBm

Maximum LO Leakage at IF Port fLO = 1800MHz to 2800MHz, PLO = +3dBm -20 dBm

PARAMETER SYMBOL CONDITIONS MIN TYP MAX UNITS
Small-Signal Conversion Loss LC (Note 8) 6.8 dB

Loss Variation vs. Frequency DLC
fRF = 2300MHz to 2960MHz, any 100MHz 
band

0.2 dB

Conversion Loss Temperature 
Coefficient

TCCL TC = -40NC to +85NC 0.007 dB/NC

Input 1dB Compression Point IP1dB (Note 10) 22.7 dBm

Third-Order Input Intercept Point IIP3
fIF1 = 200MHz, fIF2 = 201MHz,
PIF1 = PIF2 = 0dBm/tone, fLO = 2400MHz, 
PLO = 0dBm, TC = +25NC (Note 8)

30 32.4 dBm

IIP3 Variation with TC

fIF1 = 200MHz, fIF2 = 201MHz,
PIF1 = PIF2 = 0dBm/tone, fLO = 2400MHz, 
PLO = 0dBm, TC = -40NC to +85NC

Q0.5 dB

LO Q 2IF Spur Rejection 1 x 2
LO - 2IF 70

dBc
LO + 2IF 67

LO Q 3IF Spur Rejection 1 x 3
LO - 3IF 82

dBc
LO + 3IF 77

Output Noise Floor POUT = 0dBm (Note 9) -163 dBm/Hz
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Note_5: Not production tested. 
Note_6: Operation outside this range is possible, but with degraded performance of some parameters. See the Typical Operating 

Characteristics.
Note_7: All limits reflect losses of external components, including a 0.5dB loss at fIF = 300MHz due to the 1:1 impedance trans-

former. Output measurements were taken at IF outputs of the Typical Application Circuit.
Note_8: 100% production tested for functional performance.
Note_9:_ Measured with external LO source noise filtered so that the noise floor is -174dBm/Hz. This specification reflects the effects 

of all SNR degradations in the mixer including the LO noise, as defined in Application Note 2021: Specifications and 
Measurement of Local Oscillator Noise in Integrated Circuit Base Station Mixers.

Note_10: Maximum reliable continuous input power applied to the RF port of this device is +20dBm from a 50I source.

+3.3V_SUPPLY_AC_ELECTRICAL_CHARACTERISTICS_
(UPCONVERTER_OPERATION)
(Typical Application Circuit with tuning elements outlined in Table_2, RF and LO ports are driven from 50I sources. Typical values 
are for TC = +25NC, VCC = +3.3V, PIF = 0dBm, PLO = 0dBm, fRF = 2600MHz, fLO = 2400MHz, fIF = 200MHz, unless otherwise 
noted.) (Note 7)

PARAMETER SYMBOL CONDITIONS MIN TYP MAX UNITS

Small-Signal Conversion Loss LC 6.8 dB

Loss Variation vs. Frequency DLC
fRF = 2300MHz to 2900MHz, any 100MHz 
band

0.15 dB

Conversion Loss Temperature 
Coefficient

TCCL TC = -40NC to +85NC 0.008 dB/NC

Input 1dB Compression Point IP1dB (Note 10) 19 dBm

Third-Order Input Intercept Point IIP3
fIF1 = 200MHz, fIF2 = 201MHz,
PIF1 = PIF2 = 0dBm/tone

29.5 dBm

IIP3 Variation with TC

fIF1 = 200MHz, fIF2 = 201MHz,
PIF1 = PIF2 = 0dBm/tone, fLO = 2400MHz, 
PLO = 0dBm, TC = -40NC to +85NC

Q0.75 dB

LO Q 2IF Spur Rejection 1 x 2
LO - 2IF 72

dBc
LO + 2IF 70

LO Q 3IF Spur Rejection 1 x 3
LO - 3IF 73

dBc
LO + 3IF 70

Output Noise Floor POUT = 0dBm (Note 9) -160 dBm/Hz
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標準動作特性	
(Typical Application Circuit with tuning elements outlined in Table_1,_VCC_=_+5.0V, fRF > fLO, fIF = 300MHz, PRF = 0dBm, PLO = 0dBm, 
TC = +25NC, unless otherwise noted.)

+5.0V_Downconverter_Curves
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標準動作特性(続き)	
(Typical Application Circuit with tuning elements outlined in Table_1,_VCC_=_+5.0V, fRF > fLO, fIF = 300MHz, PRF = 0dBm, PLO = 0dBm, 
TC = +25NC, unless otherwise noted.)
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標準動作特性(続き)	
(Typical Application Circuit with tuning elements outlined in Table_1,_VCC_=_+5.0V, fRF > fLO, fIF = 300MHz, PRF = 0dBm, PLO = 0dBm, 
TC = +25NC, unless otherwise noted.)
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標準動作特性(続き)	
(Typical Application Circuit with tuning elements outlined in Table_1,_VCC_=_+5.0V, fRF > fLO, fIF = 300MHz, PRF = 0dBm, PLO = 0dBm, 
TC = +25NC, unless otherwise noted.)
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標準動作特性(続き)	
(Typical Application Circuit with tuning elements outlined in Table_1,_VCC_=_+3.3V, fRF > fLO, fIF = 300MHz, PRF = 0dBm, PLO = 0dBm, 
TC = +25NC, unless otherwise noted.)
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標準動作特性(続き)	
(Typical Application Circuit with tuning elements outlined in Table_1,_VCC_=_+3.3V, fRF > fLO, fIF = 300MHz, PRF = 0dBm, PLO = 0dBm, 
TC = +25NC, unless otherwise noted.)
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標準動作特性(続き)	
(Typical Application Circuit with tuning elements outlined in Table_1,_VCC_=_+3.3V, fRF > fLO, fIF = 300MHz, PRF = 0dBm, PLO = 0dBm, 
TC = +25NC, unless otherwise noted.)
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標準動作特性(続き)	
(Typical Application Circuit with tuning elements outlined in Table_1,_VCC_=_+3.3V, fRF > fLO, fIF = 300MHz, PRF = 0dBm, PLO = 0dBm, 
TC = +25NC, unless otherwise noted.)
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標準動作特性(続き)	
(Typical Application Circuit with tuning elements outlined in Table_2,_VCC_=_+5.0V, fRF = fLO + fIF, fIF = 200MHz, PIF = 0dBm, PLO = 
0dBm, TC = +25NC, unless otherwise noted.)
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標準動作特性(続き)	
(Typical Application Circuit with tuning elements outlined in Table_2,_VCC_=_+5.0V, fRF = fLO + fIF, fIF = 200MHz, PIF = 0dBm, PLO = 
0dBm, TC = +25NC, unless otherwise noted.)
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標準動作特性(続き)	
(Typical Application Circuit with tuning elements outlined in Table_2,_VCC_=_+5.0V, fRF = fLO + fIF, fIF = 200MHz, PIF = 0dBm, PLO = 
0dBm, TC = +25NC, unless otherwise noted.)
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標準動作特性(続き)	
(Typical Application Circuit with tuning elements outlined in Table_2,_VCC_=_+5.0V, fRF = fLO + fIF, fIF = 200MHz, PIF = 0dBm, PLO = 
0dBm, TC = +25NC, unless otherwise noted.)

+5.0V_Upconverter_Curves

RF PORT RETURN LOSS
vs. RF FREQUENCY

M
AX

20
42

 to
c9

3

RF FREQUENCY (MHz)

RF
 P

OR
T 

RE
TU

RN
 L

OS
S 

(d
B)

2800260024002200

25

20

15

10

5

0

30
2000 3000

fIF = 300MHz

PLO = -3dBm, 0dBm, +3dBm

IF PORT RETURN LOSS
vs. IF FREQUENCY

M
AX

20
42

 to
c9

4

IF FREQUENCY (MHz)

IF
 P

OR
T 

RE
TU

RN
 L

OS
S 

(d
B)

410320230140

25

20

15

10

5

0

30
50 500

fLO = 2200MHz

VCC = 4.75V, 5.0V, 5.25V

LO PORT RETURN LOSS
vs. LO FREQUENCY

M
AX

20
42

 to
c9

5

LO FREQUENCY (MHz)

LO
 P

OR
T 

RE
TU

RN
 L

OS
S 

(d
B)

2500230021001900

25

20

15

10

5

0

30
1700 2700

PLO = -3dBm

PLO = +3dBm

PLO = 0dBm

SUPPLY CURRENT
vs. TEMPERATURE (TC)

M
AX

20
42

 to
c9

6

TEMPERATURE (°C)

SU
PP

LY
 C

UR
RE

NT
 (m

A)

603510-15

125

130

135

140

145

150

120
-40 85

VCC = 5.25V

VCC = 5.0V

VCC = 4.75V



LOバッファ内蔵、SiGe高リニアリティ、2000MHz〜 
3000MHzアップコンバージョン/ダウンコンバージョンミキサ

M
A

X
2

0
4

2

_______________________________________________________________________________________ _ 19

標準動作特性(続き)	
(Typical Application Circuit with tuning elements outlined in Table_2,_VCC_=_+3.3V, fRF = fLO + fIF, fIF = 200MHz, PIF = 0dBm, PLO = 
0dBm, TC = +25NC, unless otherwise noted.)
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標準動作特性(続き)	
(Typical Application Circuit with tuning elements outlined in Table_2,_VCC_=_+3.3V, fRF = fLO + fIF, fIF = 200MHz, PIF = 0dBm, PLO = 
0dBm, TC = +25NC, unless otherwise noted.)
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標準動作特性(続き)	
(Typical Application Circuit with tuning elements outlined in Table_2,_VCC_=_+3.3V, fRF = fLO + fIF, fIF = 200MHz, PIF = 0dBm, PLO = 
0dBm, TC = +25NC, unless otherwise noted.)
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標準動作特性(続き)	
(Typical Application Circuit with tuning elements outlined in Table_2,_VCC_=_+3.3V, fRF = fLO + fIF, fIF = 200MHz, PIF = 0dBm, PLO = 
0dBm, TC = +25NC, unless otherwise noted.)

+3.3V_Upconverter_Curves
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端子説明	

端子 名称 機能

1, 6, 8, 14 VCC 電源。できる限り端子の近くに配置した0.01µFのコンデンサでGNDにバイパスしてください。

2 RF
シングルエンド50Ω RF入力/出力。内部で整合され、バランを通してGNDにDC短絡されています。
必要に応じてDCブロッキングコンデンサを用意してください。コンデンサによって若干のRFの整合
を多少調整することも可能です。

3, 4, 5, 10, 
12, 13, 17

GND
グランド。内部でエクスポーズドパッドに接続されています。すべてのグランド端子とエクスポーズド
パッド(EP)を相互に接続してください。

7 LOBIAS
LOアンプバイアス制御。LOバッファ用の出力バイアス抵抗です。698Ω ±1%の抵抗(公称バイアス
条件)をLOBIASとグランドの間に接続してください。この抵抗を流れる最大電流は3mAです。

9, 15 GND
グランド。内部で接続されていません。これらの端子はグランドに接続するか、または未接続のまま
にしてください。

11 LO
局部発振器入力。この入力は内部で50Ωに整合されています。入力DCブロッキングコンデンサが 
必要です。コンデンサによってLOの整合を多少調整することも可能です。

16, 20 GND グランド。すべてのグランド端子とエクスポーズドパッド(EP)を相互に接続してください。

18, 19 IF-, IF+ ミキサ差動IF出力/入力

— EP
エクスポーズドパッド。内部でGNDに接続されています。このエクスポーズドパッドを、複数のグランド 
ビアを使用したPCBパッドにはんだ付けして、デバイスからPCBのグランドプレーンへの熱伝導を提
供してください。記載されたRF性能を達成するためにも、これらの複数ビアのグランドが必要です。
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詳細	
2300MHz〜2900MHzの帯域でローサイドLO注入ミキサ
として使用した場合、MAX2042は+36dBmのIIP3を提供
して、雑音指数と変換損失の値はそれぞれわずか7.3dB 
(typ)と7.2dB (typ)です。内蔵のバランと整合回路によって、
RFおよびLOポートに対する50Ωのシングルエンドインタ
フェースが可能になっています。内蔵のLOバッファはミキ
サコアに高い駆動レベルを提供して、MAX2042の入力で
必要となるLO駆動を-3dBm〜+3dBmの範囲に減少させて
います。IFポートには差動インタフェースを採用しており、
強化された2RF - 2LO性能の提供に最適です。

広範な周波数範囲にわたって仕様が保証されており、WCS、
LTE、WiMAX、およびMMDSの基地局での使用が可能で
す。MAX2042は、RF入力範囲2000MHz〜3000MHz、
LO範囲1800MHz〜2800MHz、およびIF範囲50MHz
〜500MHzでの動作が保証されています。外付けのIF 
トランスで下限の周波数範囲が設定されます(詳細につい
ては｢標準動作特性｣を参照)。これらの範囲を超えた動作
も可能です(追加情報については｢標準動作特性｣を参照)。

RFインタフェースとバラン
MAX2042のRF入力は、直列DCブロッキングコンデンサ
と組み合わせた場合、50Ωの整合を提供します。内蔵の
バランを通して入力が内部でグランドにDC短絡されるた
め、このDCブロッキングコンデンサが必要です。8.2pF
のDCブロッキングコンデンサを使用した場合、RFポート
の入力反射減衰量は2500MHz〜2900MHzのRF周波数
範囲で15dB (typ)です。

LO入力、バッファ、およびバラン
MAX2042はローサイドのLO注入アプリケーション向けに
最適化されており、LO周波数範囲は1800MHz〜2800MHz
です。LO入力は内部で50Ωに整合されており、2pFのDC
ブロッキングコンデンサのみを必要とします。2段の内蔵
LOバッファによって、-3dBm〜+3dBmのLO入力パワー
範囲に対応しています。内蔵の低損失バランとLOバッファ
の組み合わせが、二重平衡ミキサを駆動します。LO入力
からIF出力までのインタフェースと整合のためのすべての
部品がチップ上に集積化されています。

高リニアリティミキサ
MAX2042の中核は、二重平衡、高性能パッシブミキサ
です。内蔵LOバッファの大きなLO振幅によって、非常に優
れたリニアリティが提供されます。IIP3、2RF - 2LO除去、
および雑音指数性能は、それぞれ+36dBm (typ)、70dBc 
(typ)、および7.3dB (typ)です。

差動IFインタフェース
MAX2042は50MHz〜500MHzのIF周波数範囲を備え
ており、下限周波数は外付けIF部品の周波数応答に依存
します。

MAX2042の差動ポートは、強化された2RF - 2LO性能の 
提供に最適です。ミキサのIFポートで差動IFアンプまたは
SAWフィルタを使用することもできますが、外部のDC成
分がミキサのIFポートに入るのを防ぐためにIF+/IF-の両
方のポートにDCブロックが必要になります。標準的なア
プリケーションでは、通常はMABAES0029のような1:1
トランスを使用して50Ωの差動インタフェースを50Ωの
シングルエンドインタフェースに変換します。このデータ
シートで示すデータには、このトランスの損失が含まれて
います。さらに、IF-とグランドを短絡させ、IF+とグランド
の間を1kΩの抵抗で接続することによって、IF+に入出力
されるシングルエンドのAC結合された信号をIFインタ 
フェースで直接サポート可能です。

アプリケーション情報	
入出力の整合
RF入力は、直列DCブロッキングコンデンサとの組み合わ
せで50Ωの整合を提供します。2000MHz〜3000MHz
のRF周波数範囲に対して、8.2pFのコンデンサ値を使用
してください。LO入力は内部で50Ωに整合されています。
2pFのDCブロッキングコンデンサを使用することで、
1800MHz〜2800MHzの範囲の動作に対応します。IF出
力インピーダンスは50Ω (差動)です。評価を行うために、
外付けの低損失1:1 (インピーダンス比)バランでこのイン
ピーダンスを50Ωのシングルエンド出力に変換します(｢標
準アプリケーション回路｣を参照)。

省電力モード
MAX2042は、外付け抵抗で内部バイアス電流を設定する
ための1つの端子(LOBIAS)を備えています。この抵抗の
公称値を、表1および2に示します。公称値より大きな値の
抵抗を使用した場合、若干の性能低下という代償と引き
換えに電力損失が低減します。｢標準動作特性｣を参照して、
電力と性能のトレードオフを評価してください。±1%の抵
抗を容易に入手することができない場合は、±5%の抵抗
で代用してください。

オプションの電源電圧である+3.3Vでミキサを動作させる
ことによっても、消費電力の大幅な削減を実現することが
可能です。それによって、全体の消費電力が最大で43%減
少します。｢+3.3V Supply AC Electrical Characteristics 
(+3.3V電源AC電気的特性)｣の表および｢標準動作特性｣
の項の該当する+3.3Vのグラフを参照して、電力と性能の
トレードオフを評価してください。
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表1.	ダウンコンバータモードでの部品の値

表2.	アップコンバータモードでの部品の値

レイアウトについて
適切に設計されたPCBは、すべてのRF/マイクロ波回路に
とって不可欠な部分です。損失、放射、およびインダクタ
ンスを低減するため、RF信号ラインはできる限り短くして
ください。最高の性能を得るため、グランド端子の配線を
パッケージ底面のエクスポーズドパッドに直接配線してく
ださい。PCBのエクスポーズドパッドは、PCBのグランド
プレーンに接続する必要があります。複数のビアを使用し
てこのパッドをより低レベルのグランドプレーンに接続する
ことを推奨します。この方法によって、良好なRF/熱伝導
経路がデバイスに提供されます。デバイスパッケージ底面
のエクスポーズドパッドをPCBにはんだ付けしてください。

電源のバイパス処理
高周波回路の安定性にとって、電源の適切なバイパス処
理が不可欠です。表1および2を参照し、｢標準アプリケー
ション回路｣に示された各コンデンサで各VCC端子をバイ
パスしてください。

エクスポーズドパッドのRF/熱について
MAX2042の20ピンTQFNパッケージのエクスポーズド 
パッド(EP)は、ダイへの低熱抵抗の経路を提供します。
MAX2042を実装するPCBは、EPから熱を伝導するように
設計することが重要です。さらに、EPから電気的グランド
への経路が低インダクタンスになるようにしてください。
EPは、直接またはメッキ処理されたビアホールのアレイ
を通じてPCBのグランドプレーンにはんだ付けする必要が
あります。

DESIGNATION QTY DESCRIPTION COMPONENT_SUPPLIER

C1 1 8.2pF microwave capacitor (0402) Murata Electronics North America, Inc.

C2, C6, C8, C11 4 0.01FF microwave capacitors (0402) Murata Electronics North America, Inc.

C3, C9 0 Not installed, capacitors —

C5 0 Not installed, capacitor —

C10 1 2pF microwave capacitor (0402) Murata Electronics North America, Inc.

R1 1 698I Q1% resistor (0402) Digi-Key Corp.

T1 1 1:1 IF balun MABAES0029 M/A-Com, Inc.

U1 1 MAX2042 IC (20 TQFN) Maxim Integrated Products, Inc.

DESIGNATION QTY DESCRIPTION COMPONENT_SUPPLIER

C1 1 8.2pF microwave capacitor (0402) Murata Electronics North America, Inc.

C2, C6, C8, C11 4 0.01FF microwave capacitors (0402) Murata Electronics North America, Inc.

C3, C9 0 Not installed, capacitors —

C5 0 Not installed, capacitor —

C10 1 2pF microwave capacitor (0402) Murata Electronics North America, Inc.

R1 1 698I Q1% resistor (0402) Digi-Key Corp.

T1 1 1:1 IF balun MABAES0029 M/A-Com, Inc.

U1 1 MAX2042 IC (20 TQFN) Maxim Integrated Products, Inc.
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標準アプリケーション回路	

NOTE: PINS 3, 4, 5, 10, 12, 13, AND 17 ARE ALL INTERNALLY
CONNECTED TO THE EXPOSED GROUND PAD. CONNECT
THESE PINS TO GROUND TO IMPROVE ISOLATION.

PINS 9 AND 15 HAVE NO INTERNAL CONNECTION BUT CAN BE
EXTERNALLY GROUNDED TO IMPROVE ISOLATION.
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